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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ 31 
НА СТРУКТУРУ ОДНОЧАСТИЧНОГО СПЕКТРА В ЯДРЕ рь209 

За последние годы появились rаботы {!, 2], в которых исследовалось вли?ние 
ннзколежащих коллективных состояний отрицательной четности на ст,руктуру диполr,­

ного резонанса в дважды магических ядрах. Из результатов, полученных в этих рабо­
тах, следует. что связь состояний типа частица-дырка с низкими коллективными СJ ­
стояниями отрицательной четности играет существенную роль в формировании гросс­
структуры дипольного резонанса. П оэтому исследование влияния низколежащеrо 

состояния 3! на одночастичный спектр в магических я1дра•х представляет большой 

11атерес. В ряде работ [З-5] подобные исследования проаедены на основе коллектиI!­
ной теории. 

В насrоящей работе исследуется влияние состояния 3! на одночастичную 
структуру на основе микроскопической теории взаи~юдействия состояний типа одна 
частица с состоянием типа две частицы - одна дырка [2, 6] . 

Пусть 

•/ 
j 

J 
где Xi,i. и Ум, - волновые функции коллективного состояния Л. в приближении хаоти­

ческих фаз; матричные элементы й1J2"Л I V 1 ]JЛ. ) рассчитывались по обычным формулаи 
оболочечной модеди [6]. Параметры б-образного взаимодействия подбирались такюt 
образом, чтобы приближение хаотических фаз давало прави.1ьную энергию 3~. 

Конкретное ра.ссмотрение п,роведено для квазистационарных уравнений отрица­
тельной четности ядра РЬ209 {7] (см. табл. 1). Исследуется эффект зацепления квази­
стационарных уровней РЬ209 за состояние более сложной природы типа 2plh, возм ож­
ные конфигурации которых выписаны в табл. 1. Полученные рез.ультаты приведены 
в табл. 2. 
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Таблиuа 1 

Одночастичные состояния отрицательной четно сти в РЬ20э и состояния типа 

ТИТТЫ состояния 

li> 4р,/, 
1 

1 

з - за.1• 
з- 2g,/, 1 з- х j> 
з - Зd, 1, 
з- 2g•;, 

li> 1 g" /, 

1з - х i> ! з - 2g,/, 

з- 2g,/" 
з- li111, 

1 j> 4 Р• ;, 

{ з- Зd, 1, 
1з- х i> з - 2g,/, 

11 > Е. М, эв 
li> 

4рз;, 8,588 0,962 
5,584 -
5,060 -
4,292 -
2,478 -

4p• j , 9,700 0,953 
4,902 -
4,281 -

Зf11• 7,800 0,968 
5,578 -
5,091 -
4,285 -
2,575 -
3,398 -

1 i"/, 9,933 0,980 
5,084 -
2,600 -
3,277 -

lh11;, 6,700 0,935 
5,070 -
4,258 -
2,468 --
3,400 -

lh• /, 9,(?00 0,988 
5,600 -

(2plh)-

8,4 

-
5,6 
5, 1 
4,3 

2,6 

9,8 
5, 1 
2,6 
3,4 

9, 1 
4,3 
5, 1 

з-Зdз;, 

-
0,004 

-
-
-
-
-
-
-

0,009 
-
-
-
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-

0,012 

Типы состояния 

\ j> 2h111" 

13- ,,,,, 
1 з- х i> з- 2g•/, 

з- 1 iщ, 

з- 3.-l,/, 

lj> 3 f ' /, 
1 з- Зd,1, 
13- Зd,, 

12 

з- 2g, . 
1 з- х j > { ;, 

1 з- 2g,/, 
з- li11;, 

t 
li> 2 h.1, 

1 з- х j > з- Зd, 1, 

1 

Энер­
гия 

Мэв 

6,5 
5, 1 

2,6 
3,4 
4 ,? 

1 

1 --

7, 7 

5,6 
4,3 

2,6 
5. 1 

3,4 

9,6 

5,6 

Е(З) =2 ,6 МэЬ 
Таблиuа 2 

Степень од~ючастичности уровня 

1 з- х i> 

1 

з-2g, 1• 
1 

з-зd, 1, 

1 

з-2g. 12 
1 

з-н" /, 

- - -
- - - -

0,0 11 - - -
- 0,002 - -
- - 0,020 -
- - - -

0,044 - - -
- 0,005 - -
- - - -
- - - -

0,004 - - -
- 0,013 - -
- - 0,005 -
- - - 0,0007 
- - - -

0,002 - - --
- - 0,00005 -
- - - 0,018 

- - -
0,016 - - -

- 0,017 - -
- - 0,032 -
- - - 0,00005 
- - - -
- - - -
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Основной вывод нашей работы сводится к с.1едующему: связь с коллективны~r 

возбуждением 31 в ядре РЬ209 для расо1атриваемых одночастичных состояний отри­

цательной четности приводит к расщеплению чистого одночастичного у,ровня на 
1-3%. 

Таким образом, связь с низколежащим коллектив.ным состоянием 3) практи ­

чески слабо сказывается на -структуре одночастичноrо спектра отрицательной част­
ности в ядре РЬ209 . Но в тех ядрах, в которых состояния тиrга IЗ-xj> лежат в не­
посредственной близости к чистому одночастично:\!у уровню li>. одночастичный спектр­
может существенно измениться. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЭФФЕКТд ФРАНЦА-КЕЛДЫША ДЛЯ МОДУЛЯЦИИ СВЕТА. 

И РЕГИСТРАЦИИ СВЕРХКОРОТКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

ИМПУЛЬСОВ 

Ха рактерно!~ особенностью подобного за твора или )!Одулятора является погло­
щение света к,ристаллом. В связи с эти~1 возникает необходимость оценки эффектов, 
связанных с п оглощением . В первую очередь след.ует рассмотреть вопрос о генераци :-1 
в кристалле свободных носите.1ей. З8висю1ость концентрации избыточных электрон оа. 
Лп в зоне проводю1ости от времени описывается следующю1 выражение)!: 

д (Лп) р (t) Лп 
_д_t_ = - liwV ~11 (t) - - т;- -Уп (Лп)2' Щ 

где p(t) - )!Ощность источника света, 1; · 1'] (t) - доля мощности, поглощаемая кр иста л­
ЛО:\1, s - постоянная, учитывающая. напри~1ер, френелевское отражение, 11 (t) - учиты­
вает изменение п оглощения под действие)! управляющего напряжения, fно - эне,рги;~: 
фотона, V - объб1 кристалла, т; - вре)JЯ жизни избыточных носителей при мало).\. 
уровне возбуждения, 'Y u - коэффициент излучательной рекомбинации 1• 

Уравнение ( 1) написано в предпо.1ожении, что происходит и прямая рекомби ­
наци я электронов и дырок и линейная рекомбинация носителей через примесные 
уровни. 

Предполагая наиболее н еблагоприятный случай (когда в,ремя жизни э.~ектроноR 
t больше характерного времени .J.ЛЯ управляющего напряжения, например т;> Т11 мп, 
где Т имп - длительность управ.~яющего юшульса в случае И.'1пульсноi1 модуляци:1~ 

1 
т; > - - в с.~учае мо;J.уляции пере,·1 енным электриче~кю1 поле)! частоты f, а p(t) = 

f -
= Pmax =const, ~11(t)= 1) , находим стационарную коицентрацию неравновесных носи-. 

телей: 

(Лп)2 +~ - Pmax =0. 
'Уи"С nwV'Yu 

(2) 

1 с~1 . С. М. Рыв к и н. Фотоэлектрические явлени я в полупроводниках. М" Фнз­
матгиз, 1963. 
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